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AEC-Q10152%E 300V ~1200V MDmesh™ SJ/\7—MOSFET
STB46N30M5 D2PAK AEC-Q101 300 0.04 53 250 95
STB45N40DM2AG D2PAK AEC-Q101 400 0.072 38 250 56
STD13N50DM2AG DPAK AEC-Q101 500 0.36 11 110 11.7
STWA72N60DM2AG T0-247 LL AEC-Q101 600 0.042 66 446 121
STH47N60DM6-2AG H2PAK-2 AEC-Q101 600 0.08 36 250 55
STB43N65M5 D2PAK AEC-Q101 650 0.063 42 250 100
STW78N65M5 T0-247 AEC-Q101 650 0.032 69 450 203
STB30N65M2AG D2PAK AEC-Q101 650 0.18 20 180 30.8
STWA30N65DM6AG T0-247 LL AEC-Q101 rev.D 650 0.11 30 250 47
STL7LN65K5AG PowerFLAT 5x6 VHV AEC-Q101 rev.D 650 1.15 5 42 12
STW22N95K5 T0-247 AEC-Q101 950 0.33 175 250 48
STH13N120K5-2AG H2PAK-2 AEC-Q101 1200 0.69 12 219 411
STHU36N60DM6AG* HU3PAK AEC-Q101 rev.D 600 0.099 29 210 46
STHU47N60DM6AG* HU3PAK AEC-Q101 rev.D 600 0.08 36 250 55
STWA68N65DM6AG T0247 oY% -1 )—F AEC-Q101 rev.D 650 0.039 72 480 118
STH10N80K5-2AG H2PAK-2 AEC-Q101 rev.D 800 0.68 8 121 17
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